Laboratorium Elementow Elektronicznych

Sprawozdanie nr 5

Tematy 9. Charakterystyki i parametry tranzystorow PNFET
cwiczen: . .
10. Charakterystyki i parametry tranzystorow MIS
Data wykonanigwiczenia
Grupa SzKOoIeNioWa ...........ccuvieiiiiiiiiiceiieceei | e e

Sktad zespotu:

Kolokwium

wstgpne

Wykonanie
¢wiczenia




Tabela 1. Pomiar charakterystyk péogpwych tranzystordFET .....................
Ip = f(Ugs) przy Ups = const.

) [mA]

Ubs (1) = crerenenns U [V]
GS

o [MA]

Upbs (2) = serrenenns U [V]
GS

Tabela 2. Pomiar charakterystyk wgipwych tranzystordFET..................... ;
I b = f(Ups) przy Ugs = const.




Tabela 3. Pomiar charakterystyk péogpwych tranzystordOS...........cccceeenn:
Ip = f(Ugs) przy Ups = const.

Io [MA]

Ups (1) = cvevenenns U [V]
GS

Ip [mA]

UDS (2) — sasssssass U [V]
GS

Tabela 4. Pomiar charakterystyk wgipwych tranzystordlOS.........................
I b = f(Ups) przy Ugs = const.

UGS (L) rrrerrrrnrrnnenannaaannaaes UGS (2) = rrrrrrraneriaraa s UGS (B) = errremrrrnriaaneaanaaaaeas

| D [mA] U DS [V] | D [mA] U DS [V] | D [mA] U DS [V]

Opracowanie wynikow.

1. Wykresli¢ pomierzone charakterystyki prgeijowe i wygciowe badanych tranzystoréw.

2. W oparciu o charakterystyki przejowe okrgli¢ wartdgci nape¢ Up orazUr.

3. Na podstawie wykonanych charakterystyk oblécay wybranych punktach pracy (min. trzech)
parametry dynamiczngy, Jqs.

Do sprawozdania natg dolaczy¢ sporadzone wykresy, przyktadowe obliczenia

oraz wnioskKi.



